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광소자로서의 발광특성이 우수하여 반도체 재료로 활용가능한 것으로 알려진 단결정 ZnO 

nano-rod의 성장에 관한 연구가 많이 이루어지고 있다. 본 연구에서는 실리콘 기판 위에서 단결

정 ZnO nano-rod 성장을 용이하게 하기 위해 필요한 seed로서 ZnO 박막을 성장시켰으며, 이에 

대한 성장특성이 조사되었다. ZnO 박막은 CFR (continuous flow reactor)법에 의해 실리콘 기판

위에서 성장되었으며, 이 때 전구체와 침전제의 농도 및 용액 공급속도 변화에 따른 영향이 조

사되었다. 전구체 및 침전제 농도는 각각 0.008-0.016 M 및 0.015-0.03 M의 범위에서 조절되

었다. 또한 전구체와 침전제가 혼합된 용액은 15 - 20 ml/min의 유량으로 실리콘 기판위에 공급

되었다. 이러한 다양한 조건에 의해 성장된 각각의 ZnO 박막에 대하여 특성분석이 수행되었다. 

SEM 분석결과, 제조된 ZnO 박막이 나노크기의 입자들로 형성되어 있는 것으로 관찰되었으며, 

전구체 및 침전제의 농도와 혼합용액 공급속도에 따라 입자크기가 약 20-60 nm 의 범위에서 조

절됨을 확인하였다. 따라서 본 연구에서는 단결정 ZnO nano-rod 제조를 위해 필요한 ZnO 박막

이 CFR 법에 의해 성장되었음이 확인되었다. 


